
プラズマ発光モニタEV-140Cでお悩みを解決します！
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EV-140Cにおけるエンドポイントモニタ波形

制御上の問題点：
エッチング選択性のないSiO2 / Si3N4膜の境界面
検知が必要。
直前のCMPプロセスおよびMXエッチング処理の
ばらつきによりエッチング厚変動がある。
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CN発光波長388.3nm と、SiF発光波長440.7nmをモニタし、
フィルタ処理及び変化強調処理で、明確にSiO2 / Si3N4膜の境界面を検出できる。

結果：

Dual-damasceneプロセスによる酸化膜のコンタクト
エッチングの厚さを制御。

目的： Stop at the oxi-nitride
interface

Step 2: SiO2 etch
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プラズマ発光モニタのご紹介
HORIBA STEC  APPLICATION  NOTE

エッチング装置におけるエンドポイント検出の事例
Case.01

Endpoint検出５Sec前の
SEM断面図

Endpoint検出点のSEM断面図
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エッチャーにおけるプラズマコンディション管理の事例
Case.02
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青線はコンディション測定のためにノーマライズした計算波長の強度、横軸はウェハ処理枚数を示す。
赤線は、ウェットクリーニングを実施したタイミング。
A、Bはメンテナンス部品がそれぞれベンダーA、Bの物であったことを示す。

ベンダーBの部材はコンディション不安定になるタイミングが早い。
ベンダーAの部材はメンテナンス性が良いことを示す。

結果：

● F=2の明るい光学系採用。
● 高度な波形トリートメント、およびプログラマブルなレシピ構造を持つため、複雑な変動をする発光に
　ついても的確なエンドポイントトリガーが設定可能。
● 高度な発光変動分析ソフトおよびエンドポイントレシピ作成をサポートするRecipe Designerを付属。
● コンピュータ、リモートコントロールボード標準搭載によるオールインワンコンパクト設計。
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